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本製品の特徴 

  ・Infineon製 第１世代のSiC Trench MOSFET。 

  ・Vdss=1200V、Id=100A、 オン抵抗はRONxA =361mΩ・mm2と低く、そのオン抵抗を 

    実現する為に、新しい非対称トレンチゲートトランジスタ セルが使用されています。  

  ・この低いRONxAは、第3世代SiC MOSFET技術（ローム, WOLFSPEED）の値に匹敵します。  

  ※ローム, WOLFSPEEDの第3世代SiC MOSFETのレポートも当社で販売しております。 

2017年9月、株式会社エルテックは、Infineon製CoolSiC™MOSFETの構造解析レポート、 

プロセス,デバイス特性解析レポートをリリースしました。 

Infineon製ハーフブリッジモジュール (FF11MR12W1M1_B11)搭載 
CoolSiC™MOSFET構造解析、プロセス,デバイス特性解析レポートリリース 

モジュール 
SiC MOSFET 断面SEM写真 

Trench 

提供価格（税別）  

  構造解析レポート                  ¥500,000 

  プロセス、デバイス特性解析レポート      ¥400,000 

・構造解析レポートでは、 SiC Trench MOSFETの構造解析、SiC MOSFETの電気特性、 
 モジュールの構造解析、材料分析を行っています。 

・プロセス,デバイス特性解析レポートでは、 WOLFSPEED(CREE),、ROHMのSiC MOSFET 
 との特性比較や本製品の製造プロセスフローの推定、デバイス特性解析を行っています。 

・これらのレポートで、本製品の特徴とパフォーマンスを実現するためのデバイス技術を 
 明らかにしています。 
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